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Bild 5.1. Arrayzellen im MaBstab 400:1.
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Bild 5.4(a) Beispiel 1, parallelgeschalteter

Inverter. )

Bild S5.4.(b) Beispiel 2, NOR-Gatter mit

2 Eingdngen.

NAND-Gatter mit
2 Eingidngen.

Bild 5.4.(c) Beisplel 3,
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Bild 4.5. EXKLUSIV-OR-Gatter
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3i1d 4.2. NOR-Gatter mit 2 Eingédngen.
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Bild 4.8. RS-Flipflop
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Bild 3.3. Querschnitt eines P-Kanal-(PMOS) Transistors.

o —— R — —

A
AL LT TIOTTA Ll
-\ P*-UNTERFUHRUNG

N-SUBSTRAT

Bild 3.4. Querschnitt einer Unterfiihrung.
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Bild 3.3. Querschnitt eines P-Kanal-(PMOS) Transistors.
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Bild 2.7. Mit der zweiten Diffuslon werden die P+-Gebiete
hinzugefigt.
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Bild 2.8. Mit der dritten Diffusion werden die
N+-Gebiete hlnzugefigt.
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